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【はじめに】我々のグループでは有機金属気相エピタキシャル(OMVPE)法を用いた、Eu 添加 GaN 

(GaN:Eu)を活性層とする pn 接合型 LED の作製に世界に先駆けて成功している[1]。さらなる Eu
3+

の光出力増大を目指して GaN:Eu への Mg などの不純物共添加を行っている[2,3]。一方、Er 添加

GaAs (GaAs:Er)では、酸素(O)を共添加することによって Er
3+発光中心が単一化され、それに伴い

発光強度が飛躍的に増大することが報告されている [4]。本研究では、O 共添加が GaN:Eu の Eu

発光特性に与える効果について調べた。 

【実験方法】GaN:Eu,O試料は OMVPE 法によりサファイア基板上に作製した。Ga、N、Eu原料

として、それぞれ TMGa、NH3、EuCp
pm

2を用いた。O 共添加は、GaN:Eu 成長時に Ar 希釈 O2

を同時に供給することで行った。GaN:Eu,O 層の膜厚は、300 nm とした。また、Eu 発光特性の

評価は色素レーザを用いた Combined Excitation-Emission Spectroscopy(CEES)測定により行った。 

【実験結果】Eu,O 共添加 GaN (GaN:Eu,O)を作製したところ、GaN:Eu に特徴的なブロードな発光

中心が単純化した(Fig 1)。作製した GaN:Eu,O試料の CEES マッピング全体の積分値と、発光中心

各々の積分値(OMVPE1, 2, 4)を同時にプロットしたものを Fig. 2 に示す。すべての試料において

Eu 発光の積分強度は変化せず、O2流量の増加に従い、各発光中心の強度が増大することが分かっ

た。従って、O 共添加には、各発光中心の形成を促進する効果があると考えられる。 
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 Fig. 2 O2 flow rate dependence of total integrated PL 

intensity and integrated PL intensity for each 

luminescent site (OMVPE1,2, and 4). 

 . 

 Fig. 1 CEES mapping images of (a) GaN:Eu and (b) GaN:Eu,O at 10 K. 
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